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Abstract (en)
The memory device has a number of memory cells formed in the surface of a semiconductor substrate in parallel planes. Each employs a selection
transistor and a controlled memory capacitor, with a ferroelectric dielectric (13). One electrode of each memory capacitor is formed by a common
conductor layer, the capacitor structure formed above the plane of the substrate surface, with a cylindrical symmetry having a cylinder axis
perpendicular to this plane. The capacitor is formed by etching a groove in an applied surface layer and depositing 2 conductive layers spaced by an
intermediate layer, subsequently removed to leave a hollow space which is filled with the dielectric.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Halbleiter-Speichervorrichtung mit einer Vielzahl von auf einem Halbleitersubstrat angeordneten Speicherzellen
(1), von denen jede einen in einer zur Oberfläche des Halbleitersubstrates im wesentlichen parallel verlaufenden Ebene (21) angeordneten
und jeweils einen Gateanschluß (8) sowie einen ersten (5) und einen zweiten Elektrodenanschluß (6) aufweisenden Auswahltransistor (3)
und einen dem Auswahltransistor (3) zugeordneten und vermittels diesem ansteuerbaren Speicherkondensator (9) mit einem ferroelektrischen
Dielektrikum (13) sowie einer ersten (11) und einer zweiten Kondensatorelektrode (12) aufweist. Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung
der Halbleiter-Speichervorrichtung sieht vor, daß der Speicherkondensator (9) mit dem ferroelektrischen Dielektrikum (13) nach Fertigstellung
des Auswahltransistors (3) durch folgende Schritte hergestellt wird: Ätzen eines zumindest bis zu dem zweiten Elektrodenanschluß (6) des
Auswahltransistors (3) reichenden Grabens (18), konformes Abscheiden einer elektrisch leitenden Schicht (19) für die zweite Kondensatorelektrode
(12) innerhalb des Grabens (18), konformes Abscheiden einer als Platzhalter für das ferroelektrische Dielektrikum (13) dienenden Hilfsschicht
(25), konformes Abscheiden einer elektrisch leitenden Schicht (26) für die erste Kondensatorelektrode (11) innerhalb des Grabens (18) auf die
Hilfsschicht (25), wenigstens teilweises Entfernen der Hilfsschicht (25) und dadurch Freilegen einer Hohlschicht (25a) zwischen den beiden
elektrisch leitenden Schichten (19, 26), und Abscheiden des ferroelektrischen Dielektrikums (13) in die freigelegte Hohlschicht (25a) zwischen den
beiden elektrisch leitenden Schichten (19, 26) für die erste und die zweite Kondensatorelektrode. <IMAGE>
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